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L’intégration monolithique de semi-conducteurs III-V sur substrat de Si a de nombreux 
avantages dans le domaine de la photonique, de l’électronique, ou de l’énergie. Dans cet 
exposé, nous montrerons tout d’abord le rôle fondamental des surfaces et interfaces et de 
leur structure atomique lors de la croissance III-V sur Si.[1] Nous montrerons ensuite que les 
parois d’antiphase créées lors de la croissance cristalline se comportent comme des 
singularités 2D avec des propriétés de confinement de porteurs et de phonons originales.[2] 
Enfin, nous montrerons comment ces singularités peuvent dans certains cas se comporter 
comme des inclusions semi-métalliques, et comment il est possible de s’en servir pour la 
production d’hydrogène solaire (Fig. 1).[3] 
   

 

 
Fig. 1 : (gauche) Principe de fonctionnement d’une photo-électrode III-V/Si, où les parois d’antiphase 
cristallines se comportent comme des singularités semi-métalliques 2D et permettent de transporter 

les charges pour la production d’hydrogène solaire (droite). 
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